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ＥＦ７９２０Ｆ－１００Ｈ ユーザーズガイド

第四版 2001年 6月 発行

１．概要

ＥＦ７９２０Ｆ－１００Ｈは、ＥＦＰ－Ⅰ本体に装着して使用するＥＦＰ－Ⅰ本体専用パラレル

書込みユニットです。
ＥＦ７９２０Ｆ－１００Ｈを使用することにより、三菱電機製７９００シリーズのフラッシュ

メモリ内蔵ＭＣＵへの書込み、読み出しができます。

また、ＥＦ７９２０Ｆ－１００Ｈには１００ピン０.５ｍｍピッチＱＦＰ(１００Ｐ６Ｑ－Ａ)用

ＩＣソケットを実装しています。

図１．１にＥＦ７９２０Ｆ－１００Ｈの外形図を示します。

図１．１ ＥＦ７９２０Ｆ－１００Ｈ外形図

２．ＭＣＵの挿入方法

ＭＣＵを挿入するときは、ＥＦ７９２０Ｆ－１００Ｈ上ＩＣソケットの１番ピンとＭＣＵの１番

ピンを合わせて挿入してください。誤挿入はＭＣＵに致命的な破損を引き起こしますので、十分

ご注意ください。
図２．１にＭＣＵの挿入方法を示します｡

図２．１ ＭＣＵの挿入方法
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３．仕様

表３．１にＥＦ７９２０Ｆ－１００Ｈの仕様を示します。

表３．１ ＥＦ７９２０Ｆ－１００Ｈ仕様

MCUﾀｲﾌﾟ ﾒﾓﾘﾀｲﾌﾟ MCU ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾒﾓﾘｴﾘｱ SW1対応 名称

M37903F8(NORMAL) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M37903F8CHP 1000H ～ 103FFH NORMAL

M379xxFC(NORMAL) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M37902FCxHP 2000H ～ 1FFFFH NORMAL

M37920FCCHP

M379xxFG(NORMAL) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M37902FGxHP 2000H ～ 3FFFFH NORMAL

M37920FGCHP

M379xxFJ(NORMAL) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M37902FJCHP 3800H ～ 7FFFFH NORMAL

M37911FGC(NORMAL) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M37911FGCHP 1000H ～ 1FFFH NORMAL

7C0000H ～ 7FFFFFH

M37903F8(BOOT) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M37903F8CHP 0H ～ 1FFFH BOOT

M379xxFx(BOOT) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M37902FxxHP 0H ～ 3FFFH BOOT

M37920FxCHP

M37911FGC(BOOT) ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M37911FGCHP 0H ～ 1FFFH BOOT

備考 動作クロック：４ＭＨｚ（EF7920F-100H上のセラミック発振子から供給)

電源：ＥＦＰ－Ⅰから供給

本ユニットは以下の環境にてご使用ください。

＜EFP-Ⅰ本体＞

Moniter Version ：Ver.3.00.34 以上

＜ｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾌﾄｳｪｱ＞

WinEFP Version ：Ver.1.02.14 以上

EFPMCU.TBL Version ：Ver.3.02.16 以上

４．ＭＣＵユニットの清掃について

ＭＣＵユニット上のＩＣソケットの接触不良を防止するために使用回数に応じて定期的にＩＣ

ソケット内の接触ピンをブラシ等で清掃ください。
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５．ＳＷ１の設定について

ＥＦ７９２０Ｆ－１００ＨのＳＷ１を設定することによりＢＯＯＴ領域とＮＯＲＭＡＬ領域へ

の書込みおよび読み出しが行えます｡

各領域の設定方法を以下に示します。

１）ＢＯＯＴ領域の設定

ＥＦ７９２０Ｆ－１００ＨのＳＷ１をＢＯＯＴ側に設定し、ＷｉｎＥＦＰの環境設定ダイ
アログ内の使用デバイスパラメータを”Ｍ３７９ｘｘＦｘ（ＢＯＯＴ）”に設定します。

２）ＮＯＲＭＡＬ領域の設定

ＥＦ７９２０Ｆ－１００ＨのＳＷ１をＮＯＲＭＡＬ側に設定し、ＷｉｎＥＦＰの環境設定

ダイアログ内の使用デバイスパラメータを”Ｍ３７９ｘｘＦｘ（ＮＯＲＭＡＬ）”に設定

します。

※ＥＦＰ－Ⅰ本体のデバイスＬＥＤ（赤）が点灯時はＳＷ１の設定を行わないでください。

６．ＩＤコード領域

７９００グループのＭＣＵは内蔵フラッシュメモリにＩＤコード領域を備えています。

ＩＤコード領域に任意のＩＤコードとそのバイト数を書込みます。ＩＤコード領域にＩＤコード

が書込まれたＭＣＵはＩＤコードの照合を行いＩＤコードが一致しないかぎりＭＣＵ内蔵フラッシュ

メモリの読み出し、書込み、消去は行えません。ただしＩＤコード領域がブランクの場合は除き
ます。

一部の品種のみですが、パラレル入出力モードにてＩＤ照合機能をサポートしています。

図６．１にＩＤコード領域の構成について示します。

(7903) (7911)

FF90h 7FFFA0h ＩＤコードサイズ（1ﾊﾞｲﾄ） *1

FF91h 7FFFA1h

・ ・

・ ・

・ ・ ＩＤコード（15ﾊﾞｲﾄ） *2
・ ・

・ ・

FF9Fh 7FFFAFh

*1IDｺｰﾄﾞｻｲｽﾞにはIDｺｰﾄﾞのﾊﾞｲﾄ数(01h～0Fh)を指定してください。

*2IDｺｰﾄﾞには最大15ﾊﾞｲﾄまでIDｺｰﾄﾞを指定できます。

図６．１ ＩＤコード領域の構成
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７．ＩＤ Ｃｏｌｌｕｓｉｏｎ（ＩＤ照合）

ＷｉｎＥＦＰの環境設定ダイアログのＩＤ照合パラメータでＩＤコード等を入力しＩＤコード

の照合を行います。ターゲットＭＣＵのＩＤコード領域にＩＤコードが書込まれている場合は

必ずＩＤコードの照合を行なってください。

ＩＤコードが一致しない場合はＷｉｎＥＦＰウィンドウのメニュー内の［Ｄｅｖｉｃｅ］内の

コマンドは使用できなくなります。

※ＩＤコード領域がブランクの場合はＩＤコードを入力してもＩＤコードの照合は行われません。
図７．１にＩＤ照合パラメータの構成を示します。

図７．１ ＩＤ照合パラメータの構成

１）Ｉｎｐｕｔ Ｆｏｒｍａｔ（入力形式）

ＩＤコードの入力形式をＡＳＣＩＩまたはＨＥＸで指定します。

２）Ｓｔａｒｔ Ａｄｄｒｅｓｓ（先頭アドレス）
ＩＤコード領域の先頭アドレスを指定します。

７９０３グループではＦＦ９０ｈが固定となります。

７９１１グループでは７ＦＦＦＡ０ｈが固定となります。

３）ＩＤ Ｃｏｄｅ（ＩＤコード）

ＩＤコードを入力します。

４）Ｓａｖｅボタン

入力したＩＤ照合パラメータをファイルに保存します。Ｓａｖｅボタンをクリックす
るとファイルセクションダイアログが表示されますので任意のファイル名を入力して

ください。

５）Ｂｒｏｗｓｅボタン

ＩＤ照合パラメータを保存したファイルを参照し、その内容に従って各パラメータを

設定します。Ｂｒｏｗｓｅボタンをクリックするとファイルセクションダイアログが

表示されますので任意のファイルを選択してください。

※ＩＤ照合処理の操作手順例について以下に示します。またターゲットＭＣＵの内蔵フラッシ
ュメモリのＩＤコード領域は以下の設定とします。

ＩＤコード（ＦＦ９１ｈ～ＦＦ９６ｈ） 53h､55h,49h,53h,45h,49h

ＩＤコードサイズ（ＦＦ９０ｈ） 06h

１）先頭アドレスパラメータにＦＦ９０ｈが設定されているか確認してください。

Ｄｅｖｉｃｅ Ｔｙｐｅパラメータを”Ｍ３７９０３Ｆ８”に設定すると自動でＩＤ
照合パラメータの先頭アドレスにＦＦ９０ｈが設定されます。またＦＦ９０ｈ以外の

アドレスを設定するとＩＤコードは一致しません。

２）入力形式パラメータをＡＳＣＩＩまたはＨＥＸに設定し、ＩＤコードパラメータに

ＩＤコードのみを入力します。

ＩＤコードパラメータの設定例を以下に示します。

※ＩＤコードサイズは自動で算出しますのでＩＤコードパラメータに入力する必要は

ありません。

入力形式がＡＳＣＩＩの場合＞

ＩＤコード ＳＵＩＳＥＩ

入力形式がＨＥＸの場合＞

ＩＤコード ５３５５４９５３４５４９

Ｓ Ｕ Ｉ Ｓ Ｅ Ｉ
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８．Ｂｌｏｃｋ Ｓｅｔ（ブロックセット）

ブロックセットコマンドは各ブロックのロックビットの設定を行います。

ブロックのロックビットをロックに設定することで、書込みおよび消去からのプロテクト（ロ

ック状態）をすることができます。

８．１ 画面構成

ブロックセットコマンドの画面構成を図８．１に示します。

図８．１ ブロックセットコマンド画面構成

１）Ｂｌｏｃｋ Ｎｏ．（ブロック番号）

各ブロックのブロック番号を表示します。

２）Ｂｌｏｃｋ Ａｄｄｅｒｓｓ（ブロックアドレス）

各ブロックの先頭、終了アドレスを表示します。
３）Ｌｏｃｋ Ｓｔａｔｕｓ（ロックステータス）

各ブロックのロックビットの状態を表示します。

＊ｌｏｃｋ ｕｎｌｏｃｋ ← ロックビットはロック状態

ｌｏｃｋ ＊ｕｎｌｏｃｋ ← ロックビットは非ロック状態

４）Ｌｏｃｋ Ｂｉｔ Ｒｅａｄボタン（ロックビットリード）

ターゲットＭＣＵからロックビットのデータを読み出し、データの内容に従ってロック

ステータスにロックビットの状態を表示します。

５）ＯＫボタン
ＯＫボタンをクリックするとロックに設定したブロックのロックビットのデータをター

ゲットＭＣＵに書込みます。

６）Ｃａｎｃｅｌボタン

コマンドを中止します。

８．２ ロックビットの設定

ロックビットをロックに設定する手順について以下に示します。

１）任意の行にマウスカーソルを合わせダブルクリックをすることで、ロックステータス

内のロックビットの状態が切り替わりますので、ロック側に設定してください。

２）ＯＫボタンをクリックするとロックに設定したブロックのロックビットのデータを

ターゲットＭＣＵに書込みます。

※ＯＫボタンによりロックビットデータがＭＣＵに書き込まれた後、ロック状態に設定され

たブロックは、ブロックセットコマンドでは非ロック状態に戻せません。
※ロック状態のロックビットを非ロック状態に戻す場合は を参９．Ｅｒａｓｅ（イレーズ）

照してください。
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９．Ｅｒａｓｅ（イレーズ）

イレーズコマンド内のイレーズタイプパラメータでブロック消去および全ブロックの一括消去

が行えます。

イレーズコマンドのパラメータ入力ダイアログを図９．１に示します。

図９．１ イレーズコマンドパラメータ入力ダイアログ

１）Ｅｒａｓｅ Ｔｙｐｅ（イレーズタイプ）

イレーズタイプパラメータ表示領域右側のドロップダウンリスト（下向き矢印をマウ

スでクリックすると表示）内にはＡｌｌ Ｅｒａｓｅおよび各ブロックのアドレス領域

（xxxxxxH～xxxxxxH）が表示されますので消去方法を選択してください。

２）ＯＫボタン

イレーズコマンドを実行します。

３）Ｃａｎｃｅｌボタン
コマンドを中止します。

※ロック状態のブロックを消去するには以下の操作を行なってください。また以下の操作によ

りロック状態のブロックをアンロック（非ロック状態）に戻すことができます。

１）ＷｉｎＥＦＰウィンドウのメニュー内の［Ｏｐｔｉｏｎ］→［Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ

Ｓｅｔｔｉｎｇ］を選択し環境設定ダイアログをオープンします。
Ｕｓｅ Ｄｅｖｉｃｅ内のＬｏｃｋ Ｔｙｐｅパラメータを”Ｌｏｃｋ ｂｉｔ

ｉｎｅｆｆｅｃｔｉｖｅ”に設定し、ＯＫボタンをクリックします。

２）ＷｉｎＥＦＰウィンドウのメニュー内の［Ｄｅｖｉｃｅ］→［Ｅｒａｓｅ］を選択し

イレーズコマンドパラメータ入力ダイアログをオープンします。

イレーズタイプパラメータをロック状態のブロックに設定しＯＫボタンをクリックします。

１０．デバイスコマンドでのパラメータ入力
７９００シリーズのパラレル書込方式のＭＣＵはデータの書込みをページ単位で行い。読み出

しをＷＯＲＤ単位で行います。デバイスコマンドでＭＣＵに書込みおよび、読み出しを行うアド

レス領域のパラメータ入力形式を以下に示します。

１）ＭＣＵへの書込み

ＭＣＵからデータを書き込む場合のアドレス領域の指定はページ単位で行なってください。

１ページのデータサイズは２５６バイトとなりますので、プログラムコマンドおよびデバイス
マクロコマンドの開始、終了アドレスの入力形式は以下の設定となります。

また開始、終了アドレスにページ単位以外のアドレスを入力した場合は、パラメータエラー

となります。

入力形式＞

開始アドレス ｘｘｘｘ００ｈ

終了アドレス ｘｘｘｘＦＦｈ

２）ＭＣＵからの読み出し

ＭＣＵからデータを読み出す場合のアドレス領域の指定はＷＯＲＤ単位で行なってください。

ブランク、リード、ベリファイコマンドの開始アドレスには偶数アドレス、終了アドレス

には奇数アドレスを入力してください。

また開始、終了アドレスにＷＯＲＤ単位以外のアドレスを入力した場合は、パラメータエラー

となります。
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１１．７９１１グループデバイスコマンド使用時のパラメータ入力

７９１１グループにてＮＯＲＭＡＬ領域へ書込みおよび読出しを行う場合のパラメータ入力方

法を図１１．１に示します。

7911ｸﾞﾙｰﾌﾟ NORMAL領域

小容量ﾌﾞﾛｯｸにﾃﾞﾊﾞｲｽｺﾏﾝﾄﾞを発行する場合
小容量ﾌﾞﾛｯｸ ① ①の領域を指定してｺﾏﾝﾄﾞを実行

未使用領域 通常ﾌﾞﾛｯｸにﾃﾞﾊﾞｲｽｺﾏﾝﾄﾞを発行する場合

③ ②の領域を指定してｺﾏﾝﾄﾞを実行

通常ﾌﾞﾛｯｸ ② 小容量および通常ﾌﾞﾛｯｸにﾃﾞﾊﾞｲｽｺﾏﾝﾄﾞを発行する場合

③の領域を指定してｺﾏﾝﾄﾞを実行

※ﾃﾞﾊﾞｲｽｺﾏﾝﾄﾞの開始、終了ｱﾄﾞﾚｽに未使用領域を含むｱﾄﾞﾚｽ（③の領域）を指定してｺﾏﾝﾄﾞ

を実行した場合は、自動で書換え可能な領域（①、②の領域）のみにｺﾏﾝﾄﾞを発行します。

図１１．１ ＮＯＲＭＡＬ領域使用時のデバイスコマンドパラメータ入力


